
冷却 AWG 付 Si 導波路結合型 SSPD の開発 

Development of Si waveguide-integrated SSPD with AWG cold filter 
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Si 導波路を用いた導波路結合型超伝導単一光子検出器（SSPD）は、量子光集積回路のキーデバ

イスとして精力的に研究が進められている。最近、我々は、スポットサイズ変換器（SSC, spot size 

converter）を集積することにより、システム検出効率を従来より約 10 倍（32%）向上した Si 導波

路結合型 SSPD を開発した[1]。今回、単一光子分光および量子光通信波長多重化への応用に向け

て、アレイ導波路回折格子（AWG, arrayed waveguide grating）を SSC 付 Si 導波路結合型 SSPD に

接続し[2]、その特性を評価したので報告する。 

図 1にAWGを接続したSSC付Si導波路結合型SSPDにおける、システム暗計数率（Sysetm DCR）

のバイアス電流依存性を示す。DCR は AWG 導入によって 1/100 程度に削減されることが判る。

これは、AWG が極低温に冷却されているため、冷却された光バンドパスフィルタとなり光ファイ

バを通じて SSPD 素子に流入している背景黒体輻射を阻止したためと考えられる。図 2 に雑音等

価入力（NEP）のバイアス電流依存性を示す。冷却された AWG を導入することによって、NEP

は 3.8×10-18から 1.2×10-18[W/Hz1/2]に約 3 倍向上した。 

[1] T. Hiraki et al., Proc. in Frontiers in Optics, FW5F.3 (2016), H. Shibata et al., Supercond. Sci. 

Technol. in press.  [2] T. Hiraki et al., IEEE Photo. J. 9, 2500207 (2017). 

10
-18

2

4

6

10
-17

2

4

6

10
-16

2

N
E

P
 (

W
/H

z1/
2 )

8.07.06.05.0

Bias (x10
-6

 A)

 AWG無
 AWG有

 

図１：AWG 導入によるシステム暗計数率   図２：AWG 導入による雑音等価入力 
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